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Resumo: O principal objetivo deste projeto de
pesquisa de iniciacdo cientifica é o estudo dos
MOSFETs implementados com geometria de porta
elipsoidal (MOSFET do tipo Elipsoidal, ME) operando
como sensores de energia luminosa. As principais
figuras de mérito relativas aos foto-transistores seréo
estudadas e obtidas experimentalmente dos MOSFETSs
do tipo Elipsoidal e comparadas com a dos equivalentes
convencionais, nos quais apresentam geometria de porta
retangular (MOSFET do tipo convencional, MR), a fim
de verificar a influéncia da forma geométrica de porta
nas caracteristicas elétricas dos MOSFETS, levando-se
em conta a energia luminosa incidente sobre eles.

1. Introducédo

Atualmente os esforgos em pesquisa e desenvolvimento
(P&D) na nanoeletrénica estdo focados nas melhorias
dos circuitos integrados (Cls) através do uso de novos
tipos de substratos, materiais, e isolantes visando a
reducdo nas capacitancias parasitarias e no aumento da
mobilidade dos portadores moveis do canal [6-9].Porém
essas abordagens citadas acima envolvem altos
investimentos de capital ou no aumento na area de
silicio utilizada, que muitas vezes pode inviabilizar a
producdo em massa desses circuitos integrados, pois a
meta é sempre tentar baratear a producgéo e diminuir as
dimensfes dos circuitos integrados [9]. Outra maneira
de se conseguir isso, que ainda é pouco explorada pelas
indastrias de semicondutores e circuitos integrados, € a
utilizacdo de inovadores estilos de leiaute de porta para
0s MOSFETSs. Esta técnica por simplesmente alterar a
geometria das portas se mostra bastante interessante por
apresentar custo zero [9]. Mudancas nos estilos de
leiaute de porta dos MOSFETS resulta no aparecimento
de novos efeitos, tais com o Efeito de Canto
Longitudinal (Longitudinal Corner Effect, LCE) e o
Efeito da Associagdo Paralela de MOSFETs com
Diferentes  Comprimentos de  Canal (Parallel
Connections of MOSFETs with Different Channel
Length Effect, PAMDLE) [9-15]. A sobreposicéo
desses dois efeitos atuando na estrutura do MOSFET
tem a capacidade de potencializar as suas principais
figuras de mérito  (corrente de  saturagdo,
transcondutancia, etc.). Estudos por simulagdes
numéricas  tridimensionais e  por  resultados
experimentais mostram que um MOSFET com

geometria de porta hexagonal (MOSFET do tipo
Diamante) apresenta uma corrente de saturacdo de
dreno duas vezes maior que a do equivalente
convencional (MR). Portanto, a motivagdo deste projeto
de pesquisa é estudar o comportamento dos principais
parametros elétricos desses MOSFETs com estilos de
leiaute diferenciados ndo convencionais operando como
sensores de energia luminosa (foto-sensores). Além
disso, serdo estudadas as principais caracteristicas de
mérito dos foto-transistores, tais como a responsividade,
corrente de dreno de escuro e a eficiéncia quantica [1-
4].

2. Metodologia
2.1. Recursos humanos e materiais

= Necessidade de apenas um aluno de iniciacéo
cientifica

= Sala de caracterizagdo elétrica do laboratério
de Microeletrénica da FEI (Sistema de
caracterizacdo  elétrica de  dispositivos
semicondutores da Keithley, fonte de luz,
medidor de intensidade de luz, etc.);

= Sala de iniciacdo cientifica para a utilizagdo do

computador.
2.2. Métodos
= Estudo bibliografico do MOSFET do tipo
Elipsoidal,
= Estudo bibliogréfico sobre os fototransistores
MOSFETS;

= Estudo bibliografico sobre as metodologias de
caracterizacdo elétrica das principais figuras de
mérito dos fototransistores(tais como: corrente
de escuro, responsividade, eficiéncia quantica.

= Caracterizacdo elétrica das principais figuras
de mérito (corrente de escuro e responsividade)
dos fototransistores MOSFETs [do tipo
Elipsoidal e dos seus respectivos convencionais
equivalentes (geometria de porta retangular)];

= Estudo comparativo entre as principais figuras
de mérito desses dispositivos estudados;
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2. llustractes

Figuras 1 e 2 ilustram o leiaute do EM. (Fig. 1. a) Foto
tridimensional do EM (Fig. 1. b) que sera utilizado para
realizar este projeto de pesquisa.

" Fonte: [18].

Onde B é o comprimento maximo do canal, b o
comprimento minimo, W largura do canal, dy
representa a lagura infinitesimal do canal.

3. Conclusodes

Ainda ndo é possivel fazer conclusdes visto que ndo
foram feitas medidas praticas e estudo de caracterizagao
, porém no que se diz ao aspecto de estudo, o EM se
mostra como um bom estilo alternativo, pois aumentou
a corrente de dreno e, temos a expectativa que esse
formato de porta por apresentar a combinagdo dos
efeitos PAMDLE e LCE impulsione as principais
figuras de mérito de um fototransistor.
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